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ーガードリングによる暗電流帝j御と有機・無機ハイブリット清造APD・ 。＠
可視ー近赤外域の半導体光検出素子（フォトダイオード：問、アパランシェ・フォトダイオード： APD)
は光通告や大容量光記龍システム（DV 、Blue-ray ）などの国体デバイスとして実用に供され、今日の光情報
化社会のキーデバイスのf贈 jを果たしている。 さらに先端医療分野では紫外－x線光波域への期待が大
きく、素子の短波長化に向けて世界的な規模で研究展開されている。可視ー近赤外域の実用素子で、あるSi
論文題目
（シリコン）如、 APD はバンドギャップが1. leV （近赤外領域）のため、窓層の吸収損失による紫外感度の
低下としづ問題が克服されず、 Siに代わる新規なワイドバンドギャッブ。化合物半導体（ZnSe, GaN, SiC なの
でによる紫外光検出素子の実用化が渇望されている。
本研究は分子線エヒ。タキシー（Molecu er Beam Epitaxy ）法によって、 I-VI族ワイドギャッフ。化合物
半導体ZnSe結晶（Eg=2. 7eV ）をベースとした APD 素子を実現し、高速＠高感度な半導体光検出素子の開発を
自指したものである。 ZnSe 系APD 素子はこれまで、の多くの研究により－. p-GaAs 基板上のn-ip 守的構造素
子において、紫外域でSi-APD に勝る性能が検証されてきたが、実用への課題である寿命・信頼性の問題が
あったO 本研究では、この動作劣化の原因である素子側面リーク電流の制御方法として接合型ガードリ
ング構造を提案し、その最適化によりAPD 動作時の暗電流10－九／m2 と2桁低減することに成功しAPD素子
の安定動作への道を開いた。しかし、このガードリングは紫外光（λく40nm ）受光麗疫の抵下を招き実用
して問題が生じてきた。 本研究では、有機（PEDOT : PS ）一無機（ZnSe ）ハイブ、リッド構造という新
たな構造を採用し、紫外の感度向上と動作の安定性に挑戦した。 PEDOT:S の形成方法として新たにイン
クジェット法を応用ことで暗電流を10 句10A/m2 領域へ低減することに成功した。また有磯一無機内イブリッ
ド講造泰子の信頼性は、縁被膜（SiO ？）の形成ど窒素封止との併用により長期安定動作を達成した。
以上の研究成果は、今後の紫外－~x線光波帯のキーとなる間体光検出素子を実用水準で開拓したもの
であり、今後拡大発展する紫外光光波帯の基幹デバイスを創出した意味において博士（工学）の学位を授
与する資格があるものと判定する。
